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В учебно-мстодическом пособии представлено теоретическое описание 
метода электронно-лучевой литофафии, влияния конструктивных элементов 
электронной оптики на параметры экспонирования, а также применения 
различных типов реэиста для получения структур с заданными 
геометрическими размерами методом электронно-лучевой литофафии. Даны 
методические указания по работе с приставкой электрон но-лучевой 
литофафии Raith Elphy Plus на базе электронного микроскопа Nova Nanolab 
600. 

Пособие может быть использовано студентами, обучающимися но 
направлениям 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и 
28.03.02 «Наноинженерия», при изучении курсов «Микро- и 
нанотехнологии», «Наноматсриалы: свойства и применение», а также при 
самостоятельной подготовке и переподготовке специалистов в области нано-
и микроэлектроники. 
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Теперь можно управлять перемещением подвижки используя координаты 
(U, V). 

Контрольные вопросы 
1. Какие свойства проявляет движущейся электрон? Какая длина волны 

теоретически достижима для электронов? 
2. Какие виды резистов Вы знаете? Что такое тон, чувствительность и 

контрастность резиста? 
3. Назовите наиболее распространенные позитивные резисты для ЭЛЛ? 
4. Назовите наиболее распространенные негативные резисты для ЭЛЛ? 
5. В чем заключается особенность химически усиленных резистов? К 

чему приводит постэкспозиционный отжиг? 
6. Какой проявитель считается идеальным? 
7. Какие явления возникают при взаимодействии ускоренного электрона 

с твердым телом? 
8. Какие электроны называются обратно рассеянными? Как они 

образуются? 
9. Какие электроны называются вторичными? Как они образуются? 
10. Что такое эффект близости? В чем особенность внтриформенного и 

межформенного взаимодействия? 
11. Какие методы применяются для компенсации эффекта близости? 
12. Какие виды аберраций в ЭЛЛ вы знаете? Почему они образуются и как 

устраняются? 
13. Какие виды источников электронов Вы знаете? В чем заключается 

принцип работы термоэлектронных катодов и катодов на основе холодной 
полевой эмиссии? 

14. В чем заключается принцип работы электромагнитных линз? 
15. В чем заключается принцип работы электростатических линз? 
16. Каким образом реализован механизм устранения астигматизма? 
17. Что такое бланкер луча? Как он работает и для чего нужен? 
18. В чем особенность растрового и векторного сканирования? 

Достоинства и недостатки? 

Заключение 
В настоящем учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы влияния 

конструктивных элементов электронной оптики на параметры 
экспонирования, а также применения различных типов резиста для получения 
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структур с заданными геометрическими размерами методом электронно
лучевой литографии. Даны методические указания по работе с приставкой 
ЭЛЛ Raith Elphy Plus на базе электронного микроскопа Nova Nanolab 600. 
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